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 本論文は，高効率な多色発光素子を目指して，半極性 GaN 基板上のマルチファ
セット構造に関する結晶成長や光学特性などの基礎的知見の確立に取り組んだも
のである．また，同基板上のマルチファセット構造に基づく多色発光 LED の実証
に成功しており，全 6 章からなっている．  
 第１章は序論であり，本論文の背景と目的，そして本論文の構成について述べ
ている． InGaN を用いた可視発光素子として，近紫外から緑色波長域にかけての
LED やレーザダイオード (LD)，さらには黄色の蛍光体と組み合わせた白色 LED が
実用化されている．そのインパクトは大きく，一般照明などにパラダイムシフト
を引き起こしている．一方で，原理的には， GaN の禁制帯幅 (3.4eV)から InN のそ















構造における顕著な面間拡散を見出している．   












第 4 章では，( 1̅1̅22̅)面上のマルチファセット構造の LED デバイス化に向けて，
そのドーピング条件の確立を試みている．マルチファセット構造に先だち，その基
板面である ( 1̅1̅22̅)面上の通常の平坦膜 LED を用いて， Si ドーピングによる n 型導
電性制御，Mg ドーピングによる p 型導電性制御の条件を探索している．すなわち，
手始めに，従来の (0001)面上のドーピング条件では，( 1̅1̅22̅)面特有の不純物取り込
み特性によって， p 型導電性制御が困難であることを明らかにしている．そこで，
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1. {11 2̅2}GaN 基板上へのマルチファセット GaN 構造の結晶成長  
・(11 2̅2)面および ( 1̅1̅22̅)面上の特定のマスクデザインにおいて，極性面フリ
ーなマルチファセット GaN 構造が形成されることを発見  
・同マルチファセット GaN 構造の結晶成長過程について，AlGaN マーカー法
により定量的に評価 
2. {11 2̅2}GaN 基板上の InGaN マルチファセット量子井戸 (QW)構造  




3. {11 2̅2}GaN 基板上マルチファセット構造のドーピング  
・( 1̅1̅22̅)面上の平坦膜 LED において，ドーピング条件を確立  
・マルチファセット構造の各結晶ファセット面への pn 接合の形成に成功 
4. {11 2̅2}GaN 基板上マルチファセット LED の動作実証  
・{11 2̅2}GaN 基板上マルチファセット LED のデバイスプロセスを確立  
・{11 2̅2}GaN 基板上マルチファセット LED の良好な整流性と，多色発光特性  
の実証に成功  
・ {11 2̅2}GaN 基板上マルチファセット LED による白色合成に成功  
 
本論文は，新しい InGaN 系多色発光構造として，半極性 GaN 基板上への極性面
フリーなマルチファセット構造の作製に成功するとともに，同構造をベースとし




るものと認める．また，令和 2 年 2 月 14 日，論文内容とそれに関連した事項に
ついて試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを
確認し，合格と認めた． 
 
 
